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Die Schaltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 sind hochintegrierte, statische Schreiba
Lese~Speicher (sRAM) mit wehlfreiem.Zugriff. Die Speicher sind 'in der Form 1024 x 1 bit
orgenisiert. Diese Schaltkreise werden in n=Kanal-Silicon-Gate/ED=Technologie gefertigt;
Der U 215 D und der U 215 D 1 besitzen einen Open=drain=Ausgang. D&gégen verfligen der

U 225 D ung der U 225 D 1 Uber einen Tri-state-Ausgang.

Die Schaltkreise U 215 D-und U 225 D unterscheiden sich vom U 215 D 1 und U 225 B 1

lediglich in der Zugriffszeit.
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Bild 1: AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen
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Bezéichﬁung der Anschliisse:

A O ... A9 Adregseneinglinge
DO Datenausgang
DI Dateneingsng
e Schreibsginel
o) Chip-select-Eingeng
UCC Betriebsspannung /
USS Bezugspoetential .- R
4.8 o

- Bild 2: Gehfuseabmessungen

Beschreibung

Die- Scheltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D'1 besitzen eine Speichermatrix von 32 Zeilen und
32 Spalten (1024 bit). Zur Adressgierung iUber 10 Adressenleitungen stehen 32 Zeilen~ und

32 Spaltendekoder zur Verfigung. ‘ ]

Die Schaltkreise besitzen éinen Chip-select-Eingang (6@)9 Liegt an diesgem L-Pegel an, ist
der Schaltkreis aktiviert. Wird TS auf H-Pegel gelegt, sind nach einer VerzBgeringszeit die
Tri-state-Ausgiinge der U 225 D/D 1 hochohmig. Bei den Schaltkreisen U 215 D/D 1 llegt nach
der CS-Abklingmelt der Ausgeng DO suf HePegel.

Die Scheltkreige U 215 D/D 1 und U 225 D/D 7 Konﬁen in den zwei ‘Betriebsarten "Lesen' und
¥Schreiben® arbeiten. In der Betriebsart “Lesen® (G5 = U W = U steht die Information
1t W8 = Upy)
werden die am Dateneingang DI anliegenden Informstionen in die an 4 0 ... A& 9 adressierien

1’
em Detensusgeng DO nicht negiert bereit. In der Betriebsart "Schreibean® (T8 = U

Speicherzellen Ubernommen. Ein gleichzeitiges Lesen ist nicht mBglich.

Alle Ein- und Ausglnge der Scheltkreise U 215 D/D 1 wund U 225 D/D 1 sind TTLmkomp&tlbel

Wit einem U 215 D/D 1 lassen sich 7 TT7L- bzw. 33 LoprowermSohottkymTTLmLastqn treiben, mit
ginem U 225 D/D 1 dagegen nur 4 TTL- bzw. 19 Low-power-Schottky-TTL-Lasten. ’

Die Schaltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 besitzen einen chipinternen SubstratvorspannungSm
generator., Durch die demit verbundene Verringerung der Sperrechichtkepezitét wird eine h&here
Ceschwindigkeit erreichit. Gleichzmeitig wird durch die negative Substr&tvorspannung eine ne=
gative Eingangsspannung (=0,5 V) zullssig. :

Heupts#chlich werden diese Scheltkreise in Arbeitspelcheranordnungen fir Mikroprozessor-

systeme eingesetzi. N
Betriebsart Einglnge husglnge .
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Grenzwerte

Kennwert ] Kgrzzeichan‘ mine MaX e Einheit
Betriebsspérmung Use - =0,5 T v
Eingengsspsnnung en Uy =0,5 7 v
allen Einglngen ' -
husgangaspennung U, C=0,5 T v
Ausgenghkurzschlufistrom ID . 20 mh
Verlustleistung By 1 L
Betriebetemperatur tﬁép 70 °c
Lagerwigstemperatur ) ’ﬁstg =55 125 QG
Statische Betriebsbedinsunzen (vezogen euf Uge = O \'S]

Kennwert Kurzzeichen fdr. £y pe mex. Binkelt
Betriebsepenmung UCC 4,75 5 5,25 v
Eingangsspanmung. Low 'UIL =0y 5 0,8 v
Bingangsspannung High UIH 2 UCC v
Umgebungstemperatur {j& ¢} 25 70 - °c
Dynamische Betriebsbedingungen {(bezogen auf Ugg = 0 V)

Kermwert Kurzzeichen min. meX. Einhelt
U.215 D/D 1 7

S=Vorhaltezeit - thog 5 45 ns
Co=Abklingzeit tRCS : 40 ng
Gultigkeitsdauer der. DO-In- tq .10 - ns
formation nech Adressen#nderung

WE-Vorhaltezeit tws 40 ns
WE-Abklingzeit tWR 5 45 ns
U 225 D/D 1 .

G8-Vorhaltezeit T taes 5 45 ns
Verzdgerung zwischen CS tZRCS 40 ns
und HIGH Z

Glultigkeitsdauver der DOfInm tOH 10 ns
formation nach Adressendnderung

Verzogerung zwischen WE Syrus 40 ns
und HIGH Z

WE-Abklingzeit o by 5 45 ns
U 215.D/D 1 und U 225 D/D 1

Schreibimpulsbreite Ty 50 ns
Datensufbauzeit tWSD 5 ns
Datenhaltezeit - T o5 ns
Adressenaufbauzelt tysa 30 ns
Adressenhaliezelt %WHA 5 ns
TS-Aufbauzeit tyscs 5 ng
C5=Haltezelt & 5 ns
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Verzdgerung CS zu DO

Bild 3: Impuladisgramm Leseszyklus U 215 D/D 1

Statische Kennwerte (bezogen auf Ugg = 0 V)
Kennwert Kurzzeichen| MeBbedingung min. mex. Einheit
LmEiﬂg&ﬂgSétrom =T Uae = 5,25 V 50 /uA
UII. =-0,4 V E
H-Eingengsstrom =Iyy oo = 9:25V 50 !uA
UIH = 495 v :
L=Ausgengsspannung ) U = 4,75 V 0,8 v
U 215 D/D 1 0L 28 m ! -
oL —
L-Avsgangsspannung U Unp = 4475V 0,8 v
¥ 225 D/D 1 oL 20 T ,
oL ~
husgangsaperrstron I U,. = 5,25V 110 - uh
U 215 B/D 1 o1 ol i v /
; o =&
Ausgengssperretron 102 UCC = 5,25 V 70 /uA
U 225 B/D 1 Uy = 0,5..¢2,4 V
H-Ausgangsspannung Uog Usp = 475 ¥ 254 v
IOH = 3,2 mh
Eingengskepazitdt: CI UI = 0 v pF
Ausgengskepsazitét CO UI. = 0 v "8 P
Upg = 5 v
Stromeufnahme ICC 100 mA
"Dyn&mische Kennwerte (bezogen auf USS = 0 V)
Kennwert Rurzzeichen| MeBbedingung ﬁiao mex. Einheit
Zugriffszeit % Unn = 4,75 V 95 ns
U 215 D/U 225 D AR ce
Zugriffszeit t Uns = 4,75V 140 ns
U 215 D 1/U 225 D 1 Ad e
AD_AY 15&;><i;
fan o )
fe E
0o . Daten ungiltig \ Daten gliltig
Lesezyklus
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© Bild 4s Impulsdiegremm Schreibzyklus U 215 D/D 1
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Verzbgerung G5 zu DO

Bild 5: Impulsdiegremm Lesezyklus U 225 D/D 1
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Bild 6: Impulsdisgramm Schreibzyklus U 225 D/D 1
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Bild T: Versmtgerungezeliten WE uwnd @?? zu HIGH (U #£25D/D 1)
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Bild 8:  Blockschaltbild



